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tituidas en Holanda y estazblecida en Emmasingel 6,
EINDHOVEN, Holanda, por "MEJORAS EN LOS DISPOSITIVOS
FOTOZLECTRICOS™".
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El presente invento se refiere a
loe diépositivos fotoeléotricos que permiten, con
el suxilio de rayos luminosos, influlr sobre de-
terminados fendmenos elécotricos.

El dispositivo fotoeléctrico gque
oonstituye el objeto del invento tiene un electro-
do conetituido a lo menos en parte por una mate-
ris fotoeléotrica y separada de otro electrodo.gque
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8e compone de una materia conductora de¢ la electri-
10 eidad por una capa que contiene una o mas muterias
sb1ldas semi-conductoras. Estos dos electrodos y

la cspa quegontlene una 0 mas materias semiconduce

toras, se disponen unos sobre otrog, eventiuslmente
con interposicidn de otras capas., Por'materia
15 fotoeldctrica " se entlende en esta memoria una

materis que, sometida a una irradiacidn con el

auxilio de rayos luminosos visibles o invieibles,
emite electrones.,
Pueden obtenerse muy buenos resul-
20 tados constituyendo el eleotrodo fotoeldctrico
por uno 0 mas metules alculinos o alcalino-terro8os,
Se ha comprobado jue con la combinacibn de un elec-
trodo fotoeléctrico de esta olase con una capa in-

termedisa yue se compongza de materias seml-conduc-

toras, se hace extremadamente sensible el dispo-
gitivo.

Cuando tiene lugar la irradiacidn

del electrodo foto-activo se ha visto que se prow
duce una diferencia de potencial entre los dos

30 electrodos del dispositivo y esta difercencia de po-
teneisl es particularmente grande sl la materia foto-
activa e compone de ur metal alcalino-o alcalino-terroso

Cuundo se conexionan los electrodos del dispositivo

con las bornas de un galvandmetro, la tensidn engen-
35 drads por 1a irradiacidn provoca el paso de una

corriente a través del galvandémetro y se ha compro-

bado que el valor de la tensidn producida y, por
consiguiente, de la corriente jue atraviesa ul gul-
vandmetro, depende de lu inteneidad de la luz uti-
40 11zuds para la irradiscibn del electrodo fotoeléctrico.
En muchos cuasos puede simnplificarse
la fabricucidn del dispositivo constituyendo la cu-
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pa iptermedisa por un compuesto del metal yue consti-
tuye uno de l1los electrodos del dispositivo. Cumndo
uno de los elsotrodos se compone, por e jemplo, de un

metal ocuyo éxido es semi-conductor, puede formarse

convenientemente la cups Intermedia oxidando estos

electrodos.

Puede aumentarse la sensibilidad gdel

dispositivo, mas particularmente cuando la materia

fotoeléctrica se compone de unmetal alozlino o alcalinmo-

terroso, haclendo aisorber la materis fotoeléctrica
a la capa intermedia.

El valor de la tensidn engendrada
entre los elementogs cuundo tisne lugar la irradia-

cidn puede con feacuencia ser influida favorable-

mente teniendo cuidado de Gue el electrodo foto-
eléctrico tenga un espesor tal, juec sea tranmsparen-
te a los rayos luminosos, de modo yue los rayos pue-
dan penetrar hasta la superficie lf{aite del electrodo

fotoeléetrico y de la capa que 8e compone esencial-

mente de la materia semi-conductorae Conviene cons-
tituir el electrodo fotoeléectrico por unu cupa mONo-~

2
molecular gque ss componga de uns materia fotoeléc-

trica.
Otro maedio de aumentar la sensibilidad

corsiste en incorporar s la capa intermedia part{cu-
las de una materis fotoeléctrica, preferiblemente de
un metal alcalino o alcalino-terroeo.

El1 invento pasa a describirse mas
detulladamente con referencia al dibujo ad junto
en el que, a tf{tulo de ejemplo, 22 ilstra unc forma
de ejecucidén del mismo.

las figuras 1 y 2 son dos vistas di-
ferentes del dispositivo objeto del invento.
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Bl dispositivo ilustrado en el dibujo
presenta un recipiente 1 de vidrio, cuarzo u otro
material andlogo, al cual se fija el pié 2, sobre
que van montados los electrodos del tubo. Uno de
log electrodos estd conetituido por una placa de

plata 3 gue, corn el auxilic del hilo de goporte
4, se sujetas al pié del tubo, en tanto gue el hilo
ie sogorte 4 ss conexiona con el hilo de alimenta-
cidn 5e

Ia placa de plauta 2, antes de disponer-
gse en el recipiente, se expone por uno desus laudog
& la acoidn de vapor de yodo de modo yue se produz-
c&a una capa de yoduro de plata & sobre la placa
de plata, Despuesds la introduccidn de la placa
de. plata 3 conjuntamsnte con la ocapa de yoduro
de plats 6 ep el recipiente, e hace en é1 el vac{o,
lo cual pueds efectuarse con o1 auxilio de una bomba
de vaclo conexionads con el apdndice 7 y despuds
ss pracipita bario sobre la ciapa delguda de yoduro

ds plats. 4 este afecto se ha dispuesto en el in-

terior del recipiente un filamento 8 de zirconio gque

se sujeta al hilo de alimentacidu 9 y al hilo e contac-
to 10, una parte del cual dd elisticamente en la

capa de yoduro de plata, 31 hilo de contactc 10 se
conexiona con el hilo de oconduceidn 11. Rl filamen-

to 8, antes de ser introducido en el recipiente, se
recubre con 4xido de bario, que 3& reduce por el

zirconio durante el caldeo del filamento . Bl ba-

‘rio producido se evaporsa, Se deposita sobre el

yoduro de plata y forma el electrodo fotoeléctrico

12, que se conexiona con el nilo de contucto 10.
Despude de lu formacién del sleotrodo fotoeléctrico,
puede llenarse el recipiente eventualmente con un

gas o vapor lnerte.
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Cuando tiene lugur lu irrsdiacidn
de la capa de bario 12 formada, lo ousl puede
efectuarse con el uuxilio de la fuente luminosa 13,
g¢ produce entre los eleotrodos 3 y 12 una diferen-
cia de potencial que provoes el paso de uns co-
rriente a través de un dispositivo, por ejemplo,
un galvandmetro, conectado entre 1os hilos 5 y 11.
Toda vez Jus la tensidn producida parsoe ser 36
pendiente de la lungitud de onds de 1a lug y de lu
intensidad del alumbrado, puede utilizarse el dispo~
81tivo para transformar variaciones luminosas en

variaciones de corriente, Cuando se emplea el
dispositivo objeto del invento, no es absolutu-

mente necesario, al contrario de lo gue se haoe

con las células fotoeldéotricas conocidas, interpoa
ner una fuente de potenoial entre los electrodos,
Puede aumentarse todaviu la sengi-
bilidad del dispositivo esulentando el recipiente
7 los electrodos despuds de la precipitzcidn del
bario, lo cual d3 motivo a que una parte del bario
penetre en la capa 1ntermed1; que se compone de mu-
terias semi.conductoras.

Bs i1gualmente posible hacer el elac-
trodo 3 de oobre, la capa intermedia de Sxido de
cobre y la msteris fotoeléctrica de cesio. Puede
Obtenerse una buens absorciln del cesio en la weapa
intermedia semi.conductora recubrierdo sl 4xido de
cobre con una capa delgada de Sxido de cesio, A es- -
te efecto, puede primero precipitarse una pequefia
cantidad de ceeio sobre el Sxido de cobre y despuds
introdueir oxfgeno en el recipiente, 1o cual a4 lugar
8 que el cesio se transforme en 6xido de cesio., Des-

pues de separar el oxfgeno presente con exceso, pue-
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de introducirse una nueva cantidud da osaio en el

‘. recipiente. Retu cantidad de cesio se adsorbe en
145 forms de capa delgads POT 12 pelfcula de éxido de
cesio y constituye el electrod0'fotoeléotrico del
dispoeitivo. Se ha comprohado que 1a sensibilidad
del dispositivo asi construido es extremadamente
grandee. gventualments, 1a materia cupadZ de adsor-
150 per la materia foto-activa puede mezclarse con la
materia semi-conductora de que S8 compone esaencialmdn=
te lz ocap2 intermedia.
La capuy intermedia quse ae compone
de una materia gemi-conductora puede jgualmente for-
marse de otros modos, DpoOT e jemplo, aplicando esta

materia por Vaporizaciﬁn o por proyecoidn sobre
uno de 1lo8 electrodos O bien 6ispon16ndola en forma

de placa geparada entre 108 slectrodos.
Esta solicitvud, jue eorresponde a la
160 presentada en loe Paiszes Bajos, el 10 de mayo de
1930, bajo el nfmero 51.612, 86 &cOge 2 l1oe bene-
sicioa del articulo 51 de 1a Ley de Propiedad Indus-

trial.

e ——— o NOTA [ b L
165 Los puntos de ipvencidn propia y nue-
va que 3se presentan para jue sean objetoc de asta
patemte de VEINTE aiios, son los giguientes:
| 1e.- Un dispositivo fotoeléotrico,
caracterizado por el hecho de 4ue 11eva un eleotro-
170 do gue 8€ COMPOLE & 10 menos en parte de una materia
fotoeléctrica, preferiblomente de unoodcmas metales
alcalinos © alcalino-terroeod § Jue porT medio de una
capa que cortiene upa O mas materias gdlidas semi-
conductoras, €6 sSepara de otro electrodo constitui-
178 do por upu wateria gonductora de la eleotricidad,
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los cusles dos eleotrodos y la capa gue contienen
una o mas materias semi-conductoras, se disponen
unos sobre otroe, eventualmente conm interposicidn de
otras oapas.

292,- Un dispositivo fotoeldotrico co-
mo el reivindicado en el punto 1le., caracterizado

por 81 hecho Ae que la materia s8lida semi-conductorXa
ge oompone de un compuesto quimioo del metal gue consa
tituye uno de los electrodos,

39,-. Un dlapositivo fotoeléetrico como
2]l reivindicado en lo® puntos 12. o 2¢,, caracteri-
zado por ol hecho de gue la materia fotoeléctrica
ge adsorbe por 1o menos en parte en la odpa interme-
dia.

4%,- Un dispositivo fotoeléetrico como
el rsivindieado an loe puntos le,, 22,, 0 39., carac-
terizado por el hecho 46 jue el electrodo fotoeléctri-
co o8 transparente a la luz.

52.~ Un dispositivo fotoeléetrico co-

mo el reivindiosado en ¢l punto 4¢,, ocaracterizado

por el hecho de que el electrodo fotoeléctrico se
compone de una capa monomolecular de una maiteria

fotoeléotrica.

69.- Un dispositivo fotoeléctrioo como el reivindi -
cado en cualquiera de los puntoe 12 a 69, curacteri-
zado por 21 hecho de Jue la o0apa intermedia contiens
part{culas de la materis fotoeléotrioca.

7e,. Mejoras en los dispositivos
fotoeldotricos,

Pl y como se ha desorito en la Me-
moria gque antecede, representado en el dibvjo que ge
acompaffia 3 con loe finee yue s€ han especifioados

Esta Memoriz conetu Jde siete hojas,

esoritas por uni sola ocara.- Madrid, 30 de Abril 193i. /
P,A., Alberto de Elzaburu,
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